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(57) Abstract: A light source is specitied, com-
prising a carrier (1) having a mounting surface
(10), at least one light-emitting semiconductor
component (2) on the mounting surtace (10), said
at least one light-emitting semiconductor compo-
nent having a light emission surface (20) facing
away from the carrier (1), and a reflector layer (3)
on the light-emitting semiconductor component
(2) and the mounting surface (10), which compri-
ses a matrix material with reflective particles and
which has an opening (30) above the light emissi-
on surface (20). Furthermore, a method for produ-
cing a light source is specified.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Lichtquelle
angegeben, die einen Trager (1) mit einer Monta-
gefldche (10), zumindest einem Licht emittieren-
den Halbleiterbauelement (2) aut der Montagetla-
che (10), das eine vom Trager (1) weg gewandte
Lichtabstrahlfldche (20) aufweist, und eine Re-
flektorschicht (3) auf dem Licht emittierenden
Halbleiterbauelement (2) und der Montagetldche

(10), die ein Matrixmaterial mit reflektierenden

Partikeln aufweist und die eine Offaung (30) iiber

der Lichtabstrahlfliche (20) aufweist, umftasst.
Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Lichtquelle angegeben.
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Beschreibung

Lichtquelle und Verfahren zur Herstellung einer Lichtguelle

Im Folgenden werden eine Lichtquelle sowie ein Verfahren zur

Herstellung einer Lichtquelle angegeben.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2010 032 836.7, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausfihrungsformen ist

es, eine Lichtquelle mit zumindest einem Licht emittierenden
Halbleiterchip anzugeben. Eine weitere Aufgabe von bestimmten
Ausfiihrungsformen ist es, ein Verfahren zur Herstellung einer

solchen Lichtquelle anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch einen Gegenstand und ein
Verfahren mit den Merkmalen der unabhdngigen Patentanspriiche
geldst. Vorteilhafte Ausfiihrungsformen und Weiterbildungen
des Gegenstands sind in den abhdngigen Anspriichen
gekennzeichnet und gehen weiterhin aus der nachfolgenden

Beschreibung und den Zeichnungen hervor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist eine Lichtquelle
einen Trager mit einer Montageflache auf, auf der zumindest
ein Licht emittierendes Halbleiterbauelement angeordnet ist.
Bei dem Trager kann es sich beispielsweise um einen
Anschlusstrager handeln, der einen Grundkdrper aus einem
elektrisch isolierenden Material aufweist, in den oder auf
dem elektrische Anschlussstellen, Kontaktstellen und/oder
Leiterbahnen ein- bzw. aufgebracht sind. Besonders bevorzugt

kann der Trager als Platine mit elektrischen Kontakten zum
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elektrischen Anschluss des zumindest einen Licht
emittierenden Halbleiterchips ausgebildet sein. Dazu kann der
Trager besonders bevorzugt als Leiterplatte ("printed circuit
board", PCB) oder als Metallkernplatine (,metal core printed
circuit board™, MCPCB), beispielsweise als so genannte FR4-

Platine, ausgefiihrt sein.

Das Licht emittierende Halbleiterbauelement kann insbesondere
geeignet sein, Licht in einem Wellenlangenbereich von
ultravioletter Strahlung bis infraroter Strahlung, besonders
bevorzugt von sichtbarem Licht, abzustrahlen. Dabei kann das
Licht emittierende Halbleiterbauelement einfarbiges Licht
oder auch mischfarbiges Licht abstrahlen, besonders bevorzugt
weiles Licht. Das Licht emittierende Halbleiterbauelement
kann dazu beispielsweise auch einen Farbstoff aufweisen, der
zumindest einen Teil der von der Halbleiterschichtenfolge
erzeugten Strahlung in Licht mit einer anderen Wellenlange
umwandeln kann, sodass das Halbleiterbauelement mischfarbiges
Licht abstrahlen kann. Das Licht emittierende
Halbleiterbauelement kann insbesondere als epitaktisch
gewachsene Halbleiterschichtenfolge ausgebildet sein oder
eine epitaktisch gewachsene Halbleiterschichtenfolge
aufweisen. Die Halbleiterschichtenfolge kann insbesondere als
Halbleiterchip ausgefihrt sein. Die Halbleiterschichtenfolge
kann ein Arsenid-, Phosphid- und/oder Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterial aufweisen, das hinsichtlich
seiner Zusammensetzung und hinsichtlich seines Schichtaufbaus
entsprechend dem gewlinschten Licht ausgebildet ist. Das Licht
emittierende Halbleiterbauelement kann insbesondere als Licht
emittierende Diode (LED) ausgebildet sein. Das Licht
emittierende Halbleiterbauelement kann dazu beispielsweise
einen Gehdusekdrper aufweisen, in den die epitaktisch

gewachsene Halbleiterschichtenfolge, also der Halbleiterchip,
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montiert und gegebenenfalls in ein Vergussmaterial
eingebettet ist. Alternativ dazu kann das Licht emittierende
Halbleiterbauelement auch als epitaktisch gewachsene
Halbleiterschichtenfolge in Form eines Halbleiterchips direkt

auf den Trager ohne einen Gehdusekdrper montiert sein.

Insbesondere weist das Licht emittierende
Halbleiterbauelement eine Lichtauskoppelfliache auf, uUber die
das im Betrieb erzeugte Licht entlang einer Abstrahlrichtung
abgestrahlt wird. Mit "Abstrahlrichtung" wird insbesondere
die Uber alle moglichen Abstrahlrichtungen gemittelte
Abstrahlrichtung bezeichnet, die besonders bevorzugt
senkrecht zur Lichtauskoppelfldche steht. Werden hier und im
Folgenden Anordnungen von zweil Elementen oder Bauteilen
beschrieben, die "auf", "iber" oder "unter" bezeichnet
werden, so beziehen sich derartige Beschreibungen stets auf

die Abstrahlrichtung.

Das Licht emittierende Halbleiterbauelement ist auf der
Montagefldche derart angeordnet, dass die Lichtabstrahlflache
vom Trager weg gewandt ist. Das Licht emittierende
Halbleiterbauelement kann dazu auf der Montagefliache des
Tragers beispielsweise durch Loten befestigt sein und mit
elektrischen Anschliissen des Tragers elektrisch leitend

verbunden sein.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist die Lichtquelle
eine Reflektorschicht auf, die auf dem Licht emittierenden
Halbleiterbauelement und der Montagefldche angeordnet ist,
und die ein Matrixmaterial mit reflektierenden Partikeln
aufweist. Uber der Lichtabstrahlflidche des Licht
emittierenden Halbleiterbauelements weist die

Reflektorschicht eine Offnung auf, durch die das von der



10

15

20

25

30

WO 2012/013426 PCT/EP2011/060346

Lichtabstrahlfldche des Halbleiterbauelements abgestrahlte
Licht hindurchgestrahlt werden kann. Dass die
Reflektorschicht auf dem Halbleiterbauelement angeordnet ist
kann beispielsweise auch bedeuten, dass das
Halbleiterbauelement in der Offnung der Reflektorschicht
angeordnet ist und die Reflektorschicht benachbart zu
Seitenflachen des Halbleiterbauelements ist oder direkt an

diese angrenzt.

Die Reflektorschicht kann insbesondere als Matrixmaterial ein
Silikon aufweisen. Weiterhin kann die Reflektorschicht auch
alternativ oder zusatzlich als Matrixmaterial ein Epoxid,
Acrylat und/oder Imid aufweisen. Die reflektierenden Partikel
der Reflektorschicht kénnen insbesondere Titanoxid und/oder
Zirkonoxid aufweisen. Die reflektierenden Partikel kénnen
dabei derart hinsichtlich ihrer GroRe, Struktur,
Zusammensetzung und ihres Materials gewdhlt sein, dass das
vom Licht emittierenden Halbleiterbauelement emittierte Licht

bestmdglich reflektiert werden kann.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist die Lichtquelle
eine transluzente Abdeckung iiber der Montagefldche und der
Lichtabstrahlfldche des Licht emittierenden
Halbleiterbauelements auf. Die transluzente Abdeckung kann
insbesondere fiir das Licht des Halbleiterchips diffus
streuend ausgebildet sein. Dazu kann die transluzente
Abdeckung beispielsweise aus einem Kunststoff oder aus Glas
ausgebildet sein und Reflektorpartikel aufweisen, aufgeraut
sein und/oder mit einer Diffusorschicht oder -folie bedeckt
sein. Durch die transluzente Abdeckung kann es méglich sein,
dass das Licht emittierende Halbleiterbauelement durch die
Abdeckung hindurch nicht direkt sichtbar und erkennbar ist

und die Lichtquelle einen gleichmaBigen Leuchteindruck
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vermittelt. Die transluzente Abdeckung kann dabei sowohl zur
Lichtstreuung als auch gleichzeitig zum Schutz des zumindest
einen Licht emittierenden Halbleiterbauelements auf der

Montageflache dienen.

Aufgrund der transluzenten Abdeckung kann es jedoch méglich
sein, dass Licht, das vom Halbleiterbauelement in Richtung
der Abdeckung abgestrahlt wird, von dieser wieder zuriick in
Richtung der Montageflache reflektiert wird. Dadurch, dass
auf dem Licht emittierenden Halbleiterbauelement und der
Montageflache die Reflektorschicht angeordnet ist, kann
vermieden werden, dass das zurickreflektierte Licht
beispielsweise von der Montagefldche je nach deren optischen
Eigenschaften transmittiert oder sogar absorbiert wird.
Insbesondere wenn der Trager beisgspielsweise als Platine
ausgebildet ist, konnte der Trager einen nicht
vernachldssigbaren Teil des von der Abdeckung zurick
reflektierten Lichts absorbieren und so die Helligkeit der
Lichtgquelle auf nachteilige Weise verringern. Dieser Effekt
kann insbesondere noch verstarkt werden, wenn auf der
Montageflache zusdtzlich noch weitere elektronische
Bauelemente angeordnet sind, die das vom Halbleiterbauelement
abgestrahlte Licht absorbieren kénnen. Durch die
Reflektorschicht ist es moéglich, dass das von der Abdeckung
zurlickreflektierte Licht wieder zu dieser hin reflektiert
wird, sodass sich die Wahrscheinlichkeit erhoht, dass dieses
Licht durch die Abdeckung hindurch treten und somit von der
Lichtgquelle nach aulen hin abgestrahlt werden kann. Aufgrund
der Reflektorschicht konnen somit Effizienzverluste im
Vergleich zu bekannten Lichtgquellen mit LEDs vermieden

werden.
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Weiterhin kann auf der Montagefldche eine Mehrzahl von Licht
emittierenden Halbleiterbauelementen angeordnet sein, die
jeweils im Betrieb Licht iber eine Lichtabstrahlfléache
abstrahlen koénnen. Die Licht emittierenden
Halbleiterbauelemente kdnnen dabei Licht mit der gleichen
Wellenldnge oder dem gleichen Wellenld@ngenbereich oder auch
mit verschiedenen Wellenlangen oder verschiedenen
Wellenldngenbereichen abstrahlen. Die Reflektorschicht weist
iber jeder Lichtabstrahlflache der Mehrzahl wvon Licht
emittierenden Halbleiterbauelementen jeweils eine Offnung

auf.

Weiterhin konnen auf der Montagefldche zumindest ein oder
mehrere elektronische Bauelemente angeordnet sein, die
ausgewadhlt sein kdnnen aus Widerstanden, Kondensatoren,
Spulen, IC-Chips, Transistoren und weiteren elektronischen
Bauelementen. Das zumindest eine oder die mehreren
elektronischen BRauelemente kdnnen insbesondere als
Ansteuerelektronik fiir das zumindest eine Licht emittierende
Halbleiterbauelement ausgefiithrt und miteinander verschaltet
sein. Das zumindest eine oder die Mehrzahl von elektronischen
Bauelementen sind dabei ebenfalls von der Reflektorschicht
bedeckt, sodass, wie oben beschrieben, vermieden werden kann,
dass von der transluzenten Abdeckung reflektiertes Licht, das
auf ein elektronisches Bauelement treffen kdnnte, von diesem

absorbiert wird.

Besonders bevorzugt kann die Montagefldche ganzlich von der
Reflektorschicht bedeckt sein. Mit anderen Worten kann das
bedeuten, dass der Trager auf der Seite der Montagefldche mit
allen Komponenten, also allen Licht emittierenden
Halbleiterbauelementen und allen elektronischen Bauelementen,

ganzlich bedeckt ist, sodass kein von der transluzenten
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Abdeckung reflektiertes Licht direkt auf die Montagefléache
des Tragers und die darauf montierten Komponenten, abgesehen
von den Lichtabstrahlfldchen des einen oder der mehreren

Halbleiterbauelemente, treffen kann.

Weiterhin kann die Reflektorschicht an einen
Oberflachenverlauf der Montagefldche mit dem zumindest einen
Licht emittierenden Halbleiterbauelement angepasst sein. Das
kann bedeuten, dass die Reflektorschicht der Oberfléache
folgt, die durch die Montagefldche mit dem zumindest einen
Licht emittierenden Halbleiterbauelement und gegebenenfalls
mit weiteren Halbleiterbauelementen oder einem oder mehreren
elektronischen Bauelementen gebildet wird. Dadurch kann es
moéglich sein, dass die unbedeckte Oberflachentopologie der
Montagefldache mit den darauf montierten Komponenten durch die
Reflektorschicht nicht oder nur kaum verandert wird. Im
Vergleich zu bekannten starren Reflektoren kann sich daraus
der Vorteil ergeben, dass die Abstrahlcharakteristik des vom
zumindest einen Licht emittierenden Halbleiterbauelement
abgestrahlten Lichts nicht von der Reflektorschicht
beeinflusst wird. Durch die eine oder die mehreren Offnungen
Uber der einen oder den mehreren Lichtabstrahlflachen wird
dabei der Lichtfluss der einen oder der mehreren Licht
emittierenden Halbleiterbauelemente mit Vorteil zumindest
weitestgehend nicht beeinflusst. Das kann beispielsweise
dadurch méglich sein, dass im Bereich der Offnungen der
Reflektorschicht keine Verluste auftreten, wie sie etwa an
den Kanten von Offnungen von starren Reflektorplatten
auftreten kdénnen. Weiterhin kann es mdglich sein, dass die
Reflektorschicht dadurch, dass sie an den Oberflédchenverlauf
der Montagefldche mit den darauf montierten Komponenten
angepasst ist, eine gute Haftung an diesen hat, wodurch sich

die mechanische Stabilitat der Anordnung umfassend den Trager
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und die darauf montierten Komponenten mit der

Reflektorschicht verbessern kann.

Die Reflektorschicht kann beispielsweise als Folie
ausgebildet sein. Insbesondere kann die Reflektorschicht eine
Silikon-basierte Folie sein, die mit den oben genannten
reflektierenden Partikeln gefiillt ist, das bedeutet, dass die
Folie ein Silikon-Matrixmaterial aufweist, in das die

Partikel eingebettet sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform eines Verfahrens zur
Herstellung einer solchen Lichtgquelle kann die
Reflektorschicht mit Vorteil als Folie mit einem
teilvernetzten Silikon und dem reflektierenden Fullstoff auf
dem Trager aufgebracht werden. Eine solche Folie kann auch
den Vorteil aufweisen, dass sie sich besonders leicht an den
Oberflachenverlauf der Montagefldche mit den darauf
montierten Komponenten anpasst. Nach dem Aufbringen der Folie
derart, dass die Lichtabstrahlflache des zumindest einen
Licht emittierenden Halbleiterbauelements aufgrund einer
Offnung in der Folie unbedeckt bleibt, kann die Folie
ausgehdrtet werden. Die Offnung kann dabei vor dem Aufbringen
bereits in der Folie ausgeformt werden oder aber erst nach
dem Aufbringen durch ein Strukturierungsverfahren ausgeformt
werden. Eine derartige Folie, die in einem vorvernetzten
Zustand aufgebracht wird und erst nach dem Aufbringen
durchvernetzt und somit ausgehartet wird, kann auch als Bi-

Stage-Folie bezeichnet werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform fir ein Verfahren zur
Herstellung der oben beschriebenen Lichtquelle kann die
Reflektorschicht als fliissiges Material mit dem

reflektierenden Fillstoff auf den Trager und insbesondere auf
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die darauf angeordneten Komponenten, also das eine oder die
mehreren Halbleiterbauelemente und gegebenenfalls weitere
elektronische Komponenten, aufgetropft werden. Insbesondere
kann gemal einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform die
Reflektorschicht beziehungsweise das fliissige Material derart
aufgetropft werden, dass in oben beschriebener Weise die
gesamte Montagefldche bis auf die Lichtabstrahlfldche des
zumindest einen Licht emittierenden Halbleiterbauelements
bedeckt ist. AnschlieRend kann das fllissige Material mit den
reflektierenden Partikeln ausgehdrtet werden, wobei auch in

diesem Fall eine Folie gebildet werden kann.

Beim Aushdrten entweder der Folie aus dem teilvernetzten
Silikon oder auch des fliissigen Materials, das beispielsweise
ebenfalls ein Silikon aufweisen kann, kann mit besonderem
Vorteil zwischen der Reflektorschicht und der Montageflache
eine stoffschliissige Verbindung gebildet werden. Mit anderen
Worten kann die Reflektorschicht nach dem Ausharten an der
Montagefliache anhaften, ankleben, mit der Montageflédche
vernetzt und/oder verbunden sein. Das jeweilige Material der
Montagefldache und der Reflektorschicht kann dabei

entsprechend gewahlt bzw. vorbehandelt werden.

Gemal deiner weiteren Ausfihrungsform kann die Lichtquelle
ein Gehaduse aufweisen, wobei die transluzente Abdeckung Teil
dieses Gehduses sein kann. In dem Gehause konnen der Trager,
das zumindest eine Licht emittierende Halbleiterbauelement
und die Reflektorschicht angeordnet sein. Beispielsweise kann
das Gehause als so genanntes Retrofit-Gehduse ausgebildet
sein, das bedeutet, dass das Gehduse Steckkontakte oder
Schraubkontakte flir herkdmmliche Lampenfassungen aufweist.
Mit anderen Worten kann die hier beschriebene Lichtquelle als

so genannte LED-Retrofit-Lampe ausgefiithrt sein, in der dank
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der Reflektorschicht eine interne Reabsorption von Licht
durch die Montageflidche oder die darauf montierten
Komponenten verhindert werden kann, sodass im Vergleich zu
bekannten entsprechenden Retrofit-Lampen eine

Effizienzerhdhung ermdglicht werden kann.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren 1 bis 3 beschriebenen

Ausfihrungsformen.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Lichtguelle

gemall einem Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 2A und 2B schematische Darstellungen eine
Lichtquelle gemaB einem weiteren

Ausfihrungsbeispiel und

Figur 3 eine schematische Darstellung einer Lichtguelle

gemall noch einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren kdénnen gleiche oder
gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Elemente und
deren GroBlenverhdaltnisse untereinander sind grundsdtzlich
nicht als maRstabsgerecht anzusehen; vielmehr kdnnen einzelne
Elemente wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente
und Bereiche zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum
besseren Verstandnis lUbertrieben dick oder grol dimensioniert

dargestellt sein.
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In Figur 1 ist ein Ausfihrungsbeispiel fir eine Lichtquelle
100 gezeigt, die einen Trager 1 aufweist. Der Trager 1 ist
dabei als Platine, insbesondere als FR4-Platine, ausgefiihrt,
die eine Montageflache 10 aufweist. Auf der Montageflache 10
ist ein Licht emittierendes Halbleiterbauelement 2
angeordnet, das im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel durch Loten
an elektrische Anschliisse auf der Montageflache 10 elektrisch
angeschlossen ist (nicht gezeigt). Das Licht emittierende
Halbleiterbauelement 2 ist als epitaktisch gewachsene
Halbleiterschichtenfolge in Form eines Halbleiterchips
ausgefiihrt, der direkt, also ohne einen Gehausekorper, auf
dem Trager 1 angeordnet ist. Das Licht emittierende
Halbleiterbauelement 2 kann dabei im Betrieb Licht iber eine
Lichtabstrahlfldche 20 emittieren, die vom Trager weg gewandt

ist.

Alternativ dazu kann das Halbleiterbauelement 2 auch als
Licht emittierende Diode in Form eines Halbleiterchip
ausgefihrt sein, der in einen GehausekOrper, bevorzugt einem
vorgeformten Gehausekdrper, montiert und elektrisch

angeschlossen ist.

Uber der Montageflidche 10 und dem Licht emittierenden
Halbleiterbauelement 2 ist ein transluzenter Abdeckkdrper 3
angeordnet, der aus einem Kunststoff ausgebildet ist und der
das vom Licht emittierenden Halbleiterbauelement 2
abgestrahlte Licht diffus transmittiert. Die transluzente
Abdeckung 4 dient dabei zugleich einer diffusen Streuung und
Homogenisierung des vom Halbleiterbauelement 2 abgestrahlten
Lichts als auch dem Schutz des Halbleiterbauelements auf dem
Trager 1. Ein gewisser Teil des vom Halbleiterbauelement 2
abgestrahlten Lichts wird jedoch von der Abdeckung 4 wieder

in Richtung der Montageflache 10 zuriick reflektiert. Um eine
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Absorption dieses Lichts durch die Montagefldache 10 zu
vermeiden, ist auf der Montagefldche 10 und dem Licht
emittierenden Halbleiterbauelement 2 eine Reflektorschicht 3
angeordnet, die iiber der Lichtabstrahlfldche 20 eine Offnung
30 aufweist. Im gezeigten Ausfihrungsbeispiel ist die
Reflektorschicht 3 als Silikon-basierte Folie ausgefihrt, die
mit reflektierenden Partikeln aus Titanoxid und/oder
Zirkonoxid gefillt ist und die die Montagefldche 10 und das
Halbleiterbauelement 2 bis auf die Lichtabstrahlfldche 20

ganzlich bedeckt.

In einem Verfahren zur Herstellung der Lichtquelle 100 wird
dazu nach der Montage des Licht emittierenden
Halbleiterbauelements 2 auf dem Trager 1 die Reflektorschicht
3 als teilvernetzte Silikonfolie derart aufgebracht, dass
sich die Offnung 30 iber der Lichtabstrahlfliche 20 befindet.
Die Reflektorschicht 3 ist in diesem Zustand gut verformbar
und passt sich daher dem Oberflachenverlauf der Montageflache
10 und des Licht emittierenden Halbleiterbauelements 2 im
Vergleich zu bekannten starren Reflektorplatten gut an.
AnschlieBend wird die Reflektorfolie 3 komplett durchvernetzt
und ausgehartet, wodurch eine gute Haftung der
Reflektorschicht 3 an der Montagefldche 10 erreicht wird.
Dadurch kann insbesondere mit Vorteil auch die Stabilitat der
Lichtquelle 100 erhdoht werden. Licht, das wvon der
transluzenten Abdeckung 4 in Richtung der Montageflidche 10
zurlick reflektiert wird, wird von der Reflektorschicht 3
wiederum zur Abdeckung 4 zurlck reflektiert und erhalt damit
eine groBere Wahrscheinlichkeit, aus der Abdeckung 4

auszutreten.

Alternativ zum Aufbringen der Reflektorschicht 3 als Folie

kann diese auch als fliissiges Material, beispielsweise als
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fliissiges Silikon, mit den reflektierenden Partikeln auf die
Montageflache 10 und das Licht emittierende
Halbleiterbauelement 2 aufgetropft werden, wobei
beispielsweise mittels einer Maske {iber der
Lichtabstrahlfldche 20 des Halbleiterbauelements 2
sichergestellt werden kann, dass sich die Offnung 30 iiber der
Lichtabstrahlfldche 20 ausbilden kann. Nach dem Auftropfen
kann das fliissige Material ausgehdrtet werden, wodurch sich
die Reflektorschicht 3, beispielsweise auch in Form einer
Folie, ausbildet. Ein derartiges Verfahren kann auch als so

genanntes Globe-Top-Verfahren bezeichnet werden.

Alternativ zum in den Ausfiihrungsbeispielen beschriebenen
Silikonmaterial fiir die Reflektorschicht 3 kann auch eines
der weiteren im allgemeinen Teil beschriebenen Materialien

zusadtzlich oder alternativ verwendet werden.

Die Reflektorschicht 3, wie sie in den vorangegangenen
Ausfihrungsbeispielen sowie im allgemeinen Teil beschrieben
wird, muss dabei mit Vorteil nur die Funktion der Steigerung
der Reflektivitat der Montagefldche 10 erfillen. Dadurch ist
es mdglich, dass die Reflektorschicht 3 hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung und Ausbildung nur in Bezug auf ihre

reflektierenden Eigenschaften ausgewadhlt werden kann.

In den Figuren 2A und 2B ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
flir eine Lichtquelle 200 gezeigt. Die Darstellung in Figur 2B
entspricht dabei dem Blick auf die Montageflache 10 des
Tragers 1 entgegen der Abstrahlrichtung der Licht
emittierenden Halbleiterbauelemente 2, wobeil die
Reflektorschicht 3 und die Abdeckung 4 hier weggelassen
wurde. In Figur 2A hingegen ist ein Schnitt durch die

Lichtgquelle 200 entlang der in Figur 2B gekennzeichneten
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Schnittebene AA dargestellt, wobei hier wiederum die
Reflektorschicht 3 und die Abdeckung 4 gezeigt sind. Die
folgende Beschreibung bezieht sich gleichermalen auf die

Figuren 2A und 2B.

Im Vergleich zum vorherigen Ausfihrungsbeispiel weist die
Lichtgquelle 200 eine Mehrzahl von Licht emittierenden
Halbleiterbauelementen 2 auf, die jeweils als gehduste
Halbleiterchips ausgefiihrt sind, also als LEDs, die einen
Gehdusekdrper aufweisen, in dem eine Halbleiterschichtenfolge
angeordnet ist. Weiterhin weisen die Halbleiterbauelemente 2
der jeweiligen Halbleiterschichtenfolge nachgeordnet einen
Farbstoff auf, wobei die Halbleiterschichtenfolgen und die
Farbstoffe derart gewadhlt sind, dass die

Halbleiterbauelemente 2 jeweils weiBes Licht abstrahlen.

Alternativ dazu kodnnen eines oder mehrere oder alle der
Halbleiterbauelemente 2 auch als ungehduste Halbleiterchips

direkt auf der Montagefldche montiert sein.

Weiterhin sind auf der Montagefldche 10 des Tragers 1
elektrische Bauelemente 6 angeordnet, die eine
Ansteuerelektronik fir die Licht emittierenden
Halbleiterbauelemente 2 bilden. Die Ausgestaltung einer
solchen Ansteuerelektronik ist dem Fachmann bekannt und wird

daher hier nicht weiter ausgefiihrt.

Jedes der Halbleiterbauelemente 2 weist eine
Lichtauskoppelflache 20 auf. Auf der Montageflache 10 des
Tragers 1, den Licht emittierenden Halbleiterbauelementen 2
und den elektronischen Bauelementen 6 ist eine
Reflektorschicht 3 derart angeordnet, dass die Montageflache

10 sowie die darauf montierten Komponenten, also die Licht
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emittierenden Halbleiterbauelemente 2 und die elektronischen
Komponenten 6, ganzlich bedeckt sind, wobei die
Reflektorschicht 3 {iber den Lichtauskoppelflachen 20 der
Halbleiterbauelemente 2 jeweils eine Offnung 30 aufweist.
Uber der Montageflidche 10 und den Licht emittierenden
Halbleiterbauelementen 2 ist wiederum eine transluzente
Abdeckung 4 gemal dem vorherigen Ausfihrungsbeispiel

angeordnet.

Ohne die Reflektorschicht 3 wiirde Licht, das von der
transluzenten Abdeckung 4 in Richtung der Montagefldche 10
zurick reflektiert wird, an der Montagefliache 10 und
insbesondere auch an den elektronischen Bauelementen 6
absorbiert werden, wodurch sich die Effizienz der Lichtquelle
200 deutlich verringern wiirde. Insbesondere konnte durch
geeignete Versuchsanordnung gezeigt werden, dass sich bei
einer Lichtquelle 200 gemaB dem in den Figuren 2A und 2B
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel durch die Reflektorschicht 3

eine Steigerung der Lichtextraktionseffizienz um etwa 5 %

erreichen l&sst.

In Figur 3 ist ein weiteres Ausfiithrungsbeispiel fir eine
Lichtquelle 300 gezeigt, die ein Gehduse 5 aufweist. Das
Gehduse 5 ist als so genanntes Retrofit-Gehause ausgefiihrt
und weist einen elektrischen Schraubgewindeanschluss flr
herkémmliche Lampenfassungen auf. Im Gehduse 5 sind der
Trager sowie die Licht emittierenden Halbleiterbauelemente 2
und die elektronischen Komponenten 6 sowie die
Reflektorschicht 3 gemd&B dem vorherigen Ausfiihrungsbeispiel
angeordnet, wobei die transluzente Abdeckung 4 einen Teil des

Gehduses 5 bildet.
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Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere die Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Lichtquelle, umfassend

- einen Tréadger (1) mit einer Montagefldche (10),

- zumindest einem Licht emittierenden Halbleiterbauelement
(2) auf der Montageflache (10), das eine vom Trager (1)
weg gewandte Lichtabstrahlflache (20) aufweist, und

- eine Reflektorschicht (3) auf dem Licht emittierenden
Halbleiterbauelement (2) und der Montageflache (10), die
ein Matrixmaterial mit reflektierenden Partikeln
aufweist und die eine Offnung (30) Uber der

Lichtabstrahlflache (20) aufweist.

2. Lichtgquelle nach Anspruch 1, weiterhin umfassend eine
transluzente Abdeckung (4) Uber der Montageflache (10)
und Lichtabstrahlflache (20).

3. Lichtquelle nach Anspruch 2, wobei die transluzente
Abdeckung (4) Teil eines Gehéduses (5) ist, in dem der
Trager (1), das zumindest eine Licht emittierende
Halbleiterbauelement (2) und die Reflektorschicht (3)

angeordnet sind.

4. Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
auf der Montagefliche (10) eine Mehrzahl von Licht
emittierenden Halbleiterbauelementen (2) mit jeweils
einer Lichtabstrahlflache (20) angeordnet ist und die
Reflektorschicht (3) iiber jeder Lichtabstrahlfliche (20)

jeweils eine Offnung (30) aufweist.

5. Lichtgquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

auf der Montageflache (10) zumindest ein elektronisches
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10.

11.

12.

13.

Bauelement (6) angeordnet ist, das wvon der

Reflektorschicht (3) bedeckt ist.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
die Montageflache (10) ganzlich von der Reflektorschicht
(3) bedeckt ist.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
die Reflektorschicht (3) an einen Oberflédchenverlauf der
Montagefldache (10) mit dem zumindest einen Licht

emittierenden Halbleiterbauelement (2) angepasst ist.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
die reflektierenden Partikel Titanoxid und/oder

Zirkonoxid aufweisen.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
der Trager (1) eine Platine mit elektrischen Kontakten
zum elektrischen Anschluss des zumindest einen Licht

emittierenden Halbleiterbauelements (2) aufweist.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
die Reflektorschicht (3) als Matrixmaterial ein Silikon

aufweist.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

die Reflektorschicht (3) als Folie ausgebildet ist.

Lichtquelle nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

die Reflektorschicht (3) aufgetropft ist.

Verfahren zur Herstellung einer Lichtguelle gemaB einem

der Anspriiche 1 bis 11, bei dem die Reflektorschicht (3)
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14.

15.

als Folie mit einem teilvernetzten Silikon und dem
reflektierenden Flullstoff auf der Montagefldche (10) des
Tragers (1) aufgebracht wird und anschlielend

ausgehartet wird.

Verfahren zur Herstellung einer Lichtguelle gemaB einem
der Anspriiche 1 bis 12, bei dem die Reflektorschicht (3)
als fllissiges Material mit dem reflektierenden Fillstoff
auf der Montageflache (10) des Tragers (1) aufgetropft

wird und anschlieBend ausgehédrtet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 oder 14, bei dem
beim Aushdrten zwischen der Reflektorschicht (3) und der
Montageflache (10) eine stoffschlissige Verbindung
gebildet wird.
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FIG 2A
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